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一种应用于 ＤＲＭ／ＤＡＢ频率综合器的宽带低相位噪声
ＬＣ压控振荡器

雷雪梅１，２ 王志功１ 王科平１

（１东南大学射频与光电集成电路研究所，南京２１００９６）
（２内蒙古大学电子信息工程学院，呼和浩特０１００２１）

摘要：介绍了一种应用于ＤＲＭ／ＤＡＢ频率综合器的宽带低相位噪声低功耗的ＣＭＯＳ压控振荡器．为了获得宽工
作频带和大调谐范围，在 ＬＣ谐振腔里并联一个开关控制的电容阵列．所设计的压控振荡器应用中芯国际的
０１８μｍＲＦＣＭＯＳ工艺进行了流片实现．包括测试驱动电路和焊盘，整个芯片面积为７５０μｍ×５６０μｍ．测试结
果表明，该压控振荡器的调谐范围为４４６％，振荡频率范围为２２７～３５７ＧＨｚ．其相位噪声在频偏为１ＭＨｚ时
为－１２２２２ｄＢｃ／Ｈｚ．在１８Ｖ的电源电压下，其核心的功耗为６１６ｍＷ．
关键词：ＣＭＯＳ压控振荡器；开关电容阵列；ＭＯＳ可变电容；宽带；低相位噪声；ＤＲＭ／ＤＡＢ频率综合器
中图分类号：ＴＮ７５２
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